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Màng mỏng HIGZO được chế tạo từ bia gốm ZnO đồng pha tạp 3 nguyên tố Ga, In và 

H với hàm lượng tạp chất Ga - 0.1 at.% và In - 0.05 at.%, tỉ lệ khí H2/(H2+Ar) - 3.5% bằng 

phương pháp phún xạ magnetron dc. Khi so sánh với màng mỏng ZnO thuần, IZO (0.05 at.%), 

GZO (0.1 at.%) và IGZO (Ga: In = 0.1:0.05 at.%) được chế tạo trong cùng điều kiện, bề dày 

(1000 nm), nhiệt độ đế (100oC) cho kết quả tốt về tính chất điện, cấu trúc và đặc biệt là giá trị 

độ linh động. Dựa vào tính chất hóa học của các nguyên tố tạp chất và kết quả thực nghiệm, 

các nguyên tố Ga, In cho thấy vai trò cung cấp hạt tải cải thiện độ dẫn điện, thể hiện qua việc 

tăng đáng kể nồng độ hạt tải từ n = 1019 cm-3 (ZnO) lên 1.26x1020 cm-3 (IGZO). Tạp chất H có 

vai trò vừa cung cấp hạt tải, vừa thụ động hóa các sai hỏng trong cấu trúc màng IGZO làm độ 

linh động điện tử tăng đột biến từ µ = 30 cm2/Vs (IGZO) lên 50 cm2/Vs (HIGZO). Qua đó, 

màng mỏng HIGZO có điện trở mặt đạt RS = 4.3 Ω/, độ truyền qua trong vùng ánh sáng khả 

kiến và hồng ngoại gần trên 80%. Màng mỏng HIGZO đáp ứng tốt yêu cầu làm điện cực trong 

suốt trong các ứng dụng ở nhiệt độ thấp. 
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HIGZO thin films on glass substrates were prepared by dc magnetron sputtering from ceramic 

ZnO targets composed of 0.05 at.% In and 0.1 at.% Ga. The sputtering was carried out in gas 

mixture of H + Ar  with partial pressure H2/(Ar+H2) ratio of 3.5%. As compared to different 

thin films such as pure ZnO, IZO (0.05 at.%), GZO (0.1 at.%) and IGZO (Ga:In = 0.1:0.05 

at.%) deposited under same conditions (thickness of 1000 nm and substrate temperature of 

100°C), HIGZO thin films showed good results of electrical properties, crystalline structure, 

especially electron mobility. Based on chemical properties of the dopants and the experimental 

results, Ga and In showed the capability of providing free electron to electrical conductivity, 

which is demonstrated by significantly increased concentration from 1019 cm-3 (ZnO) to 

1.26x1020 cm-3 (IGZO). Furthermore, H impurity had the role of both supplying free electron 

and passivating defects in the IGZO films, which increased the electron mobility from 30 

cm2/Vs (IGZO) to 50 cm2/Vs (HIGZO). As a result, the HIGZO thin films obtained sheet 

resistance of 4.3 Ω/ and transmittance in the visible and near-infrared regions over 80%. The 

HIGZO thin films met the requirements as transparent electrodes in low-temperature 

applications. 
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